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Effect of temperature distribution on epitaxial GaN growth using Ga2O vapor 
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【はじめに】酸化ガリウム(Ga2O)を Ga 源とした GaN 気相成長法は、排気系を詰まらせる固体の

副生成物が発生しないため、原理的に長時間のバルク成長が期待できる[1]。しかしながら、高速

成長時のモルフォロジーの悪化、多結晶の晶出が課題となっている。そこで本研究では、炉内の

温度分布に着目し、温度分布と結晶のモルフォロジーの相関を調査したので報告する。 

【実験と結果】種基板として HVPE 製 GaN 基

板を用いた。原料部へGa2O3(4N)粉末を設置し、

H2(6N)、N2(5N)を供給し、還元反応により Ga2O

ガスを供給した。また、NH3(3N)を窒素源ガス、

H2及び N2をキャリアガスとして用いた。図 1

に炉内の温度分布の設定を示す。育成部を

1200oCに設定し、原料部と育成部の温度差(T) 

をT = 0、100、200oC となるようにし、15 分

育成を行った。成長結晶の膜厚及び表面モルフ

ォロジーを走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、

表面粗さ(RMS)を原子間力顕微鏡(AFM)によ

り評価をした。図 2にT = 0、200oC時の炉内

の気体の速度の流体計算像を示す。T = 200oC

時には基板周囲で逆流する流れが見られたが、

T = 0oC時には基板周囲は層流となった。図 3

に表面粗さと温度差の関係と GaN 結晶の成長

速度及び表面モルフォロジーを示す。T が小

さくなるほど平坦性が高くなる傾向がみられ

た。T = 0oC の時、成長速度 85～144 m/h で

RMS = 81.1 nmの結晶が得られた。 

 以上の結果から、炉内の温度分布を制御し流

れを層流に近づけることが、高速成長時の結晶

の平坦化に効果があることが示唆された。 
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Fig.3 Dependency of RMS value and bird’s eye SEM 

image of epitaxial layer on T  

 

Fig.2 Flow pattern for solutions (T = 0, 200oC)                                          

Fig.1 Schematic illustration of experimental setup and 

temperature distribution 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17p-C5-7

15-080


